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鏡(Field Emission Electron Microscope, FE-SEM)觀察，以低掠角 X-ray 繞射(Small Angle X-ray 




























30min 得到凝膠，以旋轉塗佈方式，塗佈於 ITO 基板上，在
以 300 ℃熱處理 10 分鐘，即完成晶種層，最後以電沉積方
式生長高方向性氧化鋅奈米棒陣列(ZnO nanorod arrays, 
ZNA)。同樣在 2008 年，Feng 等人[9]也以相同製程製備
ZNA，實驗結果與 Guo 相似，ZNA 皆有高的方向性，並且










電極 (Ag/AgCl electrode)當參考電極 (reference electrode，
RE)、ITO 作為工作電極(work electrode，WE)，電解液鋅離
子來源為 Zn(CH3COO)2‧2H2O，以 H2O2 為 OH
－離子來源，
並且用 KCl 當輔助電解液，以提高電解液導電性。 
將ITO導電玻璃先以丙酮，用超音波震盪 10 分鐘，再以
去離子水沖洗後，同樣以去離子水當洗劑，以超音波震盪 10
分鐘後，取出以去離子水沖洗乾淨。配製 0.01 M 





溫 75 ℃下操作，其二段式電沉積法實驗流程圖如圖 1所示。 
圖 2為Sol-Gel晶種層結合電沉積法的製備流程。基板改
質部分為先配置 0.1 M ZnAc2之甲醇溶液，接著在 60 ℃下迴
流 3 個小時，再以旋轉塗佈法，將醋酸鋅甲醇溶液均勻的塗




(UV-Vis Spectrometers) 及 螢 光 光 譜 儀 (Fluorescence 
spectrophotometer)檢測穿透率與螢光性質。  
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圖 3 不同製程方法製備 ZnO 薄膜之 XRD 繞射圖 
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空缺(Zinc Vacancy, VZn)、氧格隙(Interstitial Oxygen, Oi)、
鋅格隙(Interstitial Zinc, Zni) 以及氧錯位(Antisite Oxygen, 
OZn)。圖 5 不同製程製備 ZnO 薄膜之光致螢光光譜。由
圖得知，氧化鋅薄膜有兩個螢光峰，分別為較窄之 UV 螢
光峰及較寬之綠光螢光峰波段(450 ~ 650 nm)。紫外光螢
光為本質能隙發光，因此發光強度與氧化鋅結晶性相關，
波段發光越強代表結晶性越高，而發光波長則與能隙相
關。在 450 ~ 650 nm 所放射的綠光螢光峰，是由氧格隙


















代銦錫氧化物(indium tin oxide, ITO)的最佳材料之一。 
圖 7為不同製程製備ZnO薄膜之UV-Vis光譜圖。從圖中可







柱狀較為明顯。 2.氧化鋅奈米棒的直徑大小的影響。    
3.氧化鋅薄膜厚度的影響。 
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